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   ⼆酸化バナジウム(VO2)は室温近傍で絶縁体-⾦属相転移に伴う数桁の抵抗変化を⽰し、
スイッチ素⼦等の展開が期待されている。これまで我々は、フレキシブルデバイス応⽤が期
待される 2 次元層状材料の六⽅晶窒化ホウ素(hBN)の単結晶上で界⾯格⼦ミスマッチに制限
されず⾼品質 VO2薄膜の成⻑が可能であり、その絶縁体-⾦属を発現するドメインはサブマ
イクロサイズであることを報告してきた[1]。化学気相成⻑法(CVD 法)で成⻑させた⼤⾯積
hBN [2]上の VO2薄膜でもこの特性は観察され得るため、VO2ドメイン⼀つ⼀つを電流誘起
によって抵抗スイッチさせることができれば、多段階的なスイッチ特性を持つフレキシブ
ル機能性酸化物薄膜の作成が可能となる。本研究ではマイクロスケールの狭窄構造を有す
る VO2 を hBN 単結晶上に形成し、電流による局所的なドメインスイッチの制御を試みた。 

   SiO2/Si(001)基板上へ転写した単結晶 hBN フレーク上に、膜厚 60 nm の VO2 をパルスレ
ーザー推積法により成膜し、フォトリングラフィにより位置選択的に 2 端⼦ Pt/Cr 電極を取
り付けた。6 μm の電極間に狭窄構造を有する VO2 デバイス(Fig.1(a), (b))を狭窄幅を変えて
作製し、基板温度 51 ℃で電流-電圧(I-V)特性測定を⾏った(Fig.1(c))。その結果、狭窄幅が狭
くなると微⼩な抵抗⼩スイッチを低電圧で観測し、狭窄幅が VO2 ドメインサイズに⽐べて
⾮常に⼤きくなると⼩スイッチを起こしにくくなることがわかった。これは狭窄部分に、ご
く少数の VO2 ドメインを閉
じ込めた⾼抵抗領域が形成
され、部分的にジュール加熱
を誘発した結果であると考
えられ、狭窄構造を制御する
ことで多段階スイッチを可
能にすることを⽰唆してい
る。 
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